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(54)【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス表示装置

(57)【要約】
【課題】  ＥＬ素子の自然光が陰極で反射して黒が表示
されにくいため、偏光板を設けて反射光を抑えている。
しかし、発光層からの光もカットされるため、輝度が向
上できず、更に偏光板を貼り付ける工程での歩留まり低
下が問題であった。
【解決手段】  陽極よりも観察者側の表示装置内部に導
電性薄膜を設ける。自然光は導電性薄膜を２度通過し、
発光層からの光は導電性薄膜を１度通過するだけなの
で、所定の透過率になる膜厚で導電性薄膜を設ければ、
反射した自然光の透過率を抑え、発光層からの光は従来
と同程度あるいはそれ以上に透過させることができ、偏
光板が不要となる。製造プロセスの最終工程での不良が
低減でき、歩留まり向上及びコストの低減につながる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  表示画素をなす陽極と陰極との間に積層
された各色を発光する発光層を備えたエレクトロルミネ
ッセンス表示装置において、
前記陽極より観察者側の当該表示装置内に低反射材料よ
りなる導電性薄膜を設けることを特徴とするエレクトロ
ルミネッセンス表示装置。
【請求項２】前記導電性薄膜は、モリブデンまたはクロ
ムまたはチタンまたは酸化クロムであることを特徴とす
る請求項１に記載のエレクトロルミネッセンス表示装
置。
【請求項３】前記導電性薄膜は、２０Å以上１２０Å以
下の膜厚であることを特徴とする請求項１に記載のエレ
クトロルミネッセンス表示装置。
【請求項４】前記導電性薄膜は、前記陽極に接して設け
られることを特徴とする請求項１に記載のエレクトロル
ミネッセンス表示装置。
【請求項５】前記導電性薄膜は、前記陽極と離間して設
けられることを特徴とする請求項１に記載のエレクトロ
ルミネッセンス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ＥＬ（Electro Lu
minescence）素子を備えた表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、ＥＬ素子を用いたＥＬ表示装置
が、ＣＲＴやＬＣＤに代わる表示装置として注目されて
いる。
【０００３】また、そのＥＬ素子を駆動させるスイッチ
ング素子としてＴＦＴを備えたＥＬ表示装置も研究開発
されている。
【０００４】図４に有機ＥＬ表示装置の１表示画素を示
す平面図を示し、図５に有機ＥＬ表示装置の１表示画素
の等価回路図を示し、図６（ａ）に図４中のＡ－Ａ線に
沿った断面図を示し、図６（ｂ）に図４中のＢ－Ｂ線に
沿った断面図を示す。
【０００５】図４及び図５に示すように、ゲート信号線
５１とドレイン信号線５２とに囲まれた領域に表示画素
が形成されている。両信号線の交点付近にはスイッチン
グ素子である第１のＴＦＴ３０が備えられており、その
ＴＦＴ３０のソース１３ｓは後述の保持容量電極５４と
の間で容量をなす容量電極５５を兼ねるとともに、有機
ＥＬ素子を駆動する第２のＴＦＴ４０のゲート４１に接
続されている。第２のＴＦＴ４０のソース４３ｓは有機
ＥＬ素子の陽極６１に接続され、他方のドレイン４３ｄ
は有機ＥＬ素子を駆動する駆動電源線５３に接続されて
いる。
【０００６】また、ＴＦＴの付近には、ゲート信号線５
１と並行に保持容量電極５４が配置されている。この保
持容量電極５４はクロム等から成っており、ゲート絶縁
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膜１２を介して第１のＴＦＴ３０のソース１３ｓと接続
された容量電極５５との間で電荷を蓄積して容量を成し
ている。この保持容量７０は、第２のＴＦＴ４０のゲー
ト４１に印加される電圧を保持するために設けられてい
る。
【０００７】まず、スイッチング用のＴＦＴである第１
のＴＦＴ３０について説明する。
【０００８】図６（ａ）に示すように、石英ガラス、無
アルカリガラス等からなる絶縁性基板１０上に、クロム
（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）などの高融点金属からな
るゲート電極１１を兼ねたゲート信号線５１及び保持容
量電極線５４を形成する。
【０００９】続いて、ゲート絶縁膜１２、及び多結晶シ
リコン（Poly-Silicon、以下、「ｐ－Ｓｉ」と称す
る。）膜からなる能動層１３を順に形成し、その能動層
１３には、いわゆるＬＤＤ（Lightly Doped Drain）構
造が設けられている。即ち、ゲート１１の両側に低濃度
領域１３ＬＤとその外側に高濃度領域のソース１３ｓ及
びドレイン１３ｄが設けられている。
【００１０】そして、ゲート絶縁膜１２及び能動層１３
上の全面には、ＳｉＯ2膜、ＳｉＮ膜及びＳｉＯ2膜の順
に積層された層間絶縁膜１５を設け、ドレイン１３ｄに
対応して設けたコンタクトホールにＡｌ等の金属を充填
してドレイン信号線５２を兼ねたドレイン電極１６を設
ける。更に全面に例えば有機樹脂から成り表面を平坦に
する平坦化絶縁膜１７を設ける。その上には、有機ＥＬ
素子６０の各有機材料６２，６４及び陰極６６が積層さ
れている。陽極６１のエッジにおける段差によってＥＬ
層６５が分断されるのを防止するために、電子輸送層６
２のしたには第２平坦化膜５６が配置される。
【００１１】次に、図６（ｂ）を用いて、有機ＥＬ素子
に電流を供給する駆動用のＴＦＴである第２のＴＦＴ４
０について説明する。
【００１２】第２のＴＦＴ４０は、石英ガラス、無アル
カリガラス等からなる絶縁性基板１０上に、Ｃｒ、Ｍｏ
などの高融点金属からなるゲート電極４１を設け、ゲー
ト絶縁膜１２、及びｐ－Ｓｉ膜からなる能動層４３を順
に形成し、その能動層４３には、ゲート電極４１上方に
真性又は実質的に真性であるチャネル４１ｃと、このチ
ャネル４１ｃの両側に、その両側にイオンドーピングを
施してソース４３ｓ及びドレイン４３ｄが設けられてい
る。
【００１３】そして、ゲート絶縁膜１２及び能動層４３
上の全面には、ＳｉＯ2膜、ＳｉＮ膜及びＳｉＯ2膜の順
に積層された層間絶縁膜１５を形成し、ドレイン４３ｄ
に対応して設けたコンタクトホールにＡｌ等の金属を充
填して駆動電源に接続された駆動電源線５３を配置す
る。更に全面に例えば有機樹脂から成り表面を平坦にす
る平坦化絶縁膜１７を形成して、その平坦化絶縁膜１７
及び層間絶縁膜１５のソース４３ｓに対応した位置にコ
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3
ンタクトホールを形成し、このコンタクトホールを介し
てソース４３ｓとコンタクトしたＩＴＯ（Indium Tin O
xide）から成る透明電極、即ち有機ＥＬ素子の陽極６１
を平坦化絶縁膜１７上に設ける。
【００１４】有機ＥＬ素子６０は、ＩＴＯ等の透明電極
から成る陽極６１、ＭＴＤＡＴＡ（4,4 ‘,4 “-tris(3
-methylphenylphenylamino)triphenylamineから成る第
１ホール輸送層とＴＰＤ（N,N ’-diphenyl-N,N‘-di(3
-methylphenyl)-1,1’-b iphenyl-4,4‘-diamine）から
なる第２ホール輸送層とから成るホール輸送層６２、キ
ナクリドン（Quinacrid one）誘導体を含むＢｅｂｑ2
（bis(10-hydroxybenzo[h]quinolinato)beryllium）か
ら成る発光層６３及びＢｅｂｑ2から成る電子輸送層６
４からなる発光素子層６５、マグネシウム・インジウム
合金から成る陰極６６がこの順番で積層形成された構造
である。この陰極６６は、図３に示した有機ＥＬ表示装
置を形成する基板１０の全面、即ち紙面の全面に設けら
れている。陽極６１のエッジにおける段差によってＥＬ
層６５が分断されるのを防止するために、電子輸送層６
２のしたには第２平坦化膜５６が配置される。
【００１５】この後、封止基板（不図示）を、図６にお
いては陰極側に貼り付け、この封止基板と絶縁性基板１
０上とでＴＦＴおよびＥＬ発光素子を封止する。この封
止基板は、金属でもガラスでも良い。発光素子層は水分
に弱いので、できるだけ早く封止することが望ましい。
【００１６】また有機ＥＬ素子は、陽極から注入された
ホールと、陰極から注入された電子とが発光層の内部で
再結合し、発光層を形成する有機分子を励起して励起子
が生じる。この励起子が放射失活する過程で発光層から
光が放たれ、この光が透明な陽極から透明絶縁基板を介
して外部へ放出されて発光する。
【００１７】本実施形態の如く、有機ＥＬ素子が形成さ
れた基板を通して視認する構造をボトムエミッション構
造と称する。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】ところが、外部からは
自然光も進入しており、Ａｌ層などから形成された陰極
でその自然光が反射してしまう。この反射光により、表
示画素が明るくなってしまい、例えば黒を表示する場合
に鮮明な黒とならない問題がある。このため、図６に示
すように、絶縁基板表面に偏光板８０および位相差板８
１を設けて、入射した自然光のうち、陰極で反射した反
射光をカットすることで、鮮明に黒を表示する工夫がな
されている。
【００１９】しかし、偏光板８０は、ＥＬ素子を形成
し、水分の進入を防ぐ封止基板を貼りつけた後の最終工
程において、発光素子からの光を観察する観察者側のガ
ラス基板に貼り付けている。このため、偏光板の貼付け
の工程において不良となるとＥＬ表示素子としては良品
であっても、最終的に不良品となり、歩留まりの低下を
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招き、材料も無駄になる問題があった。
【００２０】また、偏光板自体のコストが高いため、表
示装置のコスト低減が進まなかったり、不良の場合に無
駄になるコストが増大するなどの問題があった。
【００２１】
【課題を解決するための手段】本発明は上記の課題に鑑
みてなされ、表示画素をなす陽極と陰極との間に積層さ
れた各色を発光する発光層を備えたエレクトロルミネッ
センス表示装置において、前記陽極より観察者側の当該
表示装置内に低反射材料よりなる導電性薄膜を設けるこ
とにより解決するものである。
【００２２】また、前記導電性薄膜は、ＭｏまたはＣｒ
またはＴｉまたは酸化クロムであることを特徴とするも
のである。
【００２３】また、前記導電性薄膜は、２０Å以上１２
０Å以下の膜厚であることを特徴とするものである。
【００２４】また、前記導電性薄膜は、前記陽極に接し
て設けられることを特徴とするものである。
【００２５】また、前記導電性薄膜は、前記陽極と離間
して設けられることを特徴とするものである。
【００２６】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図１から図
３を参照して詳細に説明する。
【００２７】図１には、第１の実施の形態としてボトム
エミッション構造のアクティブ型ＥＬ表示装置の断面図
を示す。尚、この有機ＥＬ表示装置の平面図および等価
回路図は、図４および図５と同様であるので説明は省略
する。図１（ａ）は図４中のＡ－Ａ線に沿った断面図で
あり、図１（ｂ）は図４中のＢ－Ｂ線に沿った断面図で
ある。
【００２８】まず、スイッチング用のＴＦＴである第１
のＴＦＴ３０について説明する。
【００２９】図１（ａ）に示すように、石英ガラス、無
アルカリガラス等からなる絶縁性基板１０上に、クロム
（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）などの高融点金属からな
るゲート電極１１を兼ねたゲート信号線５１及び保持容
量電極線５４を形成する。
【００３０】続いて、ゲート絶縁膜１２、及びｐ－Ｓｉ
膜からなる能動層１３を順に形成し、その能動層１３に
は、いわゆるＬＤＤ構造が設けられている。即ち、ゲー
ト１１の両側に低濃度領域１３ＬＤとその外側に高濃度
領域のソース１３ｓ及びドレイン１３ｄが設けられてい
る。
【００３１】そして、ゲート絶縁膜１２及び能動層１３
上の全面には、ＳｉＯ2膜、ＳｉＮ膜及びＳｉＯ2膜の順
に積層された層間絶縁膜１５を設け、ドレイン１３ｄに
対応して設けたコンタクトホールにＡｌ等の金属を充填
してドレイン信号線５２を兼ねたドレイン電極１６を設
ける。更に全面に例えば有機樹脂から成り表面を平坦に
する平坦化絶縁膜１７を設ける。その上には、有機ＥＬ
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素子６０の各有機材料６２，６４及び陰極６６が積層さ
れている。陽極６１のエッジにおける段差によってＥＬ
層６５が分断されるのを防止するために、電子輸送層６
２のしたには第２平坦化膜５６が配置される。
【００３２】次に、図１（ｂ）を用いて、有機ＥＬ素子
に電流を供給する駆動用のＴＦＴである第２のＴＦＴ４
０について説明する。
【００３３】第２のＴＦＴ４０は、石英ガラス、無アル
カリガラス等からなる絶縁性基板１０上に、Ｃｒ、Ｍｏ
などの高融点金属からなるゲート電極４１を設け、ゲー
ト絶縁膜１２、及びｐ－Ｓｉ膜からなる能動層４３を順
に形成し、その能動層４３には、ゲート電極４１上方に
真性又は実質的に真性であるチャネル４１ｃと、このチ
ャネル４１ｃの両側に、その両側にイオンドーピングを
施してソース４３ｓ及びドレイン４３ｄが設けられてい
る。
【００３４】そして、ゲート絶縁膜１２及び能動層４３
上の全面には、ＳｉＯ2膜、ＳｉＮ膜及びＳｉＯ2膜の順
に積層された層間絶縁膜１５を形成し、ドレイン４３ｄ
に対応して設けたコンタクトホールにＡｌ等の金属を充
填して駆動電源に接続された駆動電源線５３を配置す
る。更に全面に例えば有機樹脂から成り表面を平坦にす
る平坦化絶縁膜１７を形成して、その平坦化絶縁膜１７
及び層間絶縁膜１５のソース４３ｓに対応した位置にコ
ンタクトホールを形成する。
【００３５】更に、このコンタクトホールを介してソー
ス４３ｓとコンタクトした導電性薄膜９０を設ける。導
電性薄膜９０は例えばＭｏ等の低反射材料よりなる金属
膜であり、１００Å程度の膜厚を有する。
【００３６】導電性薄膜９０の上には、ＩＴＯ（Indium
 Tin Oxide）から成る透明電極、即ち有機ＥＬ素子の陽
極６１を設け、これら２層を同一マスクによりパターニ
ングして、所望の形状を得る。
【００３７】有機ＥＬ素子６０は、従来と同様、ＩＴＯ
等の透明電極から成る陽極６１上に、ホール輸送層６
２、発光層６３及び電子輸送層６４からなる発光素子層
６５を設け、更にマグネシウム・インジウム合金から成
る陰極６６をこの順番で積層形成された構造である。こ
の陰極６６は、図４に示した有機ＥＬ表示装置を形成す
る基板１０の全面、即ち紙面の全面に設けられている。
陽極６１のエッジにおける段差によってＥＬ層６５が分
断されるのを防止するために、電子輸送層６２のしたに
は第２平坦化膜５６が配置される。
【００３８】この後、封止基板（不図示）を、図１にお
いては陰極側に貼り付け、この封止基板と絶縁性基板１
０上とでＴＦＴおよび有機ＥＬ素子６０を封止する。こ
の封止基板は、金属でもガラスでも良い。発光素子層６
５は水分に弱いので、できるだけ早く封止することが望
ましい。本発明においては、封止後に絶縁性基板１０表
面に貼り付けられた偏光板を省いて最終構造となる。
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【００３９】また有機ＥＬ素子は、陽極から注入された
ホールと、陰極から注入された電子とが発光層の内部で
再結合し、発光層を形成する有機分子を励起して励起子
が生じる。この励起子が放射失活する過程で発光層から
光が放たれ、この光が透明な陽極から透明絶縁基板を介
して外部へ放出されて発光する。
【００４０】図２は、本発明の構造における光の透過の
様子を示す。本発明の特徴は、陽極６１よりも観察者１
００側の表示装置内部に導電性薄膜９０を設けることに
ある。導電性薄膜９０は、Ｍｏであり、その反射率は６
０％程度であるため、表示装置外から入る自然光は、ほ
とんど反射しない。陰極６６と観察者１００の間に導電
性薄膜９０を設けると、従来陰極６６で反射していた自
然光１０２はその導電性薄膜９０で反射することにな
る。ここで、導電性薄膜９０に反射率の低いＭｏを用い
ることで反射光１０１’は、非常に小さくすることがで
きる。すなわち、従来設けていた偏光板を省いても、自
然光の反射を抑えることができる。
【００４１】偏光板の透過率は４０％～５０％である。
従来では、この偏光板を設けることにより、発光層から
の光１０３も４０％～５０％しか透過されなかった。し
かし、本発明においては、導電性薄膜９０を設けること
で偏光板が省ける。また、その膜厚は、偏光板よりも大
きい透過率を有する１００Åに設ける。これにより、自
然光の反射は抑えるが、発光層６３からの光１０３は従
来よりも透過させることができる。
【００４２】また、導電性薄膜９０を透過して、陰極６
６で反射する光も多少はある。このために、導電性薄膜
９０の膜厚を、偏光板よりも大きい透過率を有する１０
０Åとし、陽極６１よりも観察者１００側に導電性薄膜
９０を設ける。これにより、自然光の入射光１０１が導
電性薄膜９０を通過し、陰極６６で反射した出射光１０
２も導電性薄膜９０を通過する構造となる。すなわち、
微量ながら導電性薄膜９０を透過した自然光があって
も、導電性薄膜９０を２度通過し、その光が吸収される
ことになる。観察すべき発光層からの光１０３は、導電
性薄膜９０を１度通過するだけなので、自然光の出射光
１０２よりも導電性薄膜９０による吸収は少なく、透過
率としては大きくなる。
【００４３】例えば、偏光板よりも大きい６０％程度の
透過率を有する膜厚で導電性薄膜を設けると、計算上で
は反射した自然光の出射光の透過率は３６％となり、発
光層からの光は６０％透過することになる。つまり、従
来と比較して、反射光を減らし、且つ観察すべき発光層
からの光の透過率を増加させることができる。これによ
り、偏光板が不要となり、偏光板を貼り付ける際の不良
を抑えられるので、ＥＬ表示装置の最終工程での歩留ま
りを向上できる上、コストも低減できる利点を有する。
【００４４】ここで、導電性薄膜９０の膜厚は、２０Å
～１２０Å程度であれば自然光の反射を抑える効果があ
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る。従来の偏光板がある場合と同程度の透過率および発
光輝度を確保するのであれば膜厚は５０Å～１００Åが
望ましい。従来と同程度の輝度であっても、偏光板を省
くことで最終工程における歩留まりの向上とコスト削減
が実現するので効果がある。更に、８０Å～１００Åで
あれば、従来よりも反射光を低減し、発光層からの光の
透過率が増えるので輝度が増す上、コスト削減、歩留ま
り向上の利点があり、本実施形態では１００Åを採用し
た。
【００４５】尚、導電性薄膜はＭｏに限らず、Ｃｒまた
はＴｉまたは酸化クロムなどの他の低反射材料でも良
い。Ｍｏは反射率が最も低く、しかもゲート電極と同じ
材質であり、ゲート電極形成と同じ成膜装置が使用可能
であるので好適である。ＣｒまたはＴｉはＭｏと比較す
れば反射率が高くなるが、従来プロセスで使用可能な材
料であり、ターゲット材としても安価である。また、酸
化クロムは、反射率は低いため好適であるが、他の低反
射材料に比べて陽極とのコンタクト抵抗が高くなる。
【００４６】図３（ａ）には、第２の実施の形態とし
て、導電性薄膜９０を陽極６１と離間して設けた構造を
示す。陽極６１よりも観察者側であれば、陽極６１とコ
ンタクトする必要はなく、同様の効果が得られる。特
に、図のごとく導電性薄膜９０とゲート電極とを同層に
形成するとリソグラフィプロセスが省略できる。
【００４７】すなわち、絶縁性基板１０上に、まず導電
性薄膜９０とゲート電極４１を形成する。その後ゲート
絶縁膜１２、能動層４３を積層して、上記のＴＦＴを形
成する。この場合、導電性薄膜９０は膜厚が２０Åから
１２０Åであり、ゲート電極４１の膜厚はその３０倍程
度あるため、以下の第１から第３の方法により形成す
る。
【００４８】第１の方法：第１のマスクでゲート電極４
１を、第２のマスクで導電性薄膜９０を、それぞれ形成
する。
【００４９】第２の方法：第１のマスクでゲート電極４
１と導電性薄膜９０を形成し、第２のマスクでゲート電
極４１が所定の厚みになるまで更に成膜する。
【００５０】第３の方法：第１のマスクでゲート電極４
１と導電性薄膜９０をゲート電極４１の膜厚に形成し、
その後導電性薄膜９０のみをハーフエッチングする。
【００５１】これらの方法では、陽極６１のマスクが利
用できるので、第１の方法が好適である。
【００５２】更に、導電性薄膜９０と補助容量５４を一
体に形成しても良い。陽極６１と導電性薄膜９０とが全
面で補助容量５４を構成するので、補助容量５４の面積
を減らし、発光面積を増加させることができる。この場
合は、上記の第２の方法が望ましい。
【００５３】また、第１の実施例とは異なり、ＴＦＴと
陽極が直接コンタクトできるので、導電性薄膜９０を設
けることによるコンタクト抵抗の増加が抑えられるメリ
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ットがある。
【００５４】図３（ｂ）には、第３の実施の形態とし
て、トップエミッション構造のアクティブ型ＥＬ表示装
置の断面図を示す。
【００５５】ボトムエミッション構造と、トップエミッ
ション構造の本質的な違いは、ボトムエミッション構造
が、基板を通して視認するのに対し、トップエミッショ
ン構造は封止基板を通して視認する点である。また、構
造はボトムエミッション構造とほとんど同じである。有
機ＥＬ素子６０の積層順が逆で陽極１６１が極めて薄い
金属膜とＩＴＯやＩＺＯ等の透明電極との積層である点
が異なる。トップエミッション型構造の平面パターン、
および第１のＴＦＴ部の断面図は、ボトムエミッション
型構造と実質同じであるので図１（ａ）、図４を代用す
る。また図４のＢ－Ｂ線に対応する断面図を図３（ｂ）
に示した。これよりトップエミッション型の図面は、符
号の下二桁を前実施の形態と同じ数字にしている。
【００５６】トップエミッション構造の有機ＥＬ素子１
６０について簡単に説明すれば、ボトムエミッション構
造の有機ＥＬ素子６０部分の積層順を入れ替えた構造で
ある。すなわち、最下層が陰極１６６となり、その上に
電子輸送層１６４、発光層１６３、ホール輸送層１６２
を積層し、最上層にＩＴＯおよびＡｇ／Ｍｇからなる陽
極１６１が設けられ、陽極１６１上には、１００Åの導
電性薄膜９０を設ける。陰極１６６のエッジにおける段
差によってＥＬ層１６５が分断されるのを防止するため
に、電子輸送層１６４のしたには第２平坦化膜５６が配
置される。
【００５７】トップエミッション構造においても自然光
の反射は問題となるので、観察者側、すなわちトップエ
ミッション構造では図面上側に導電性薄膜９０を設ける
ことにより反射を低減し、発光層からの光の透過率を従
来よりも向上できる。トップエミッション構造は、ボト
ムエミッション構造と比較して開口率に対する設計上の
制限が少ないので、画素面積が同一であれば、開口率を
大きくとれる。
【００５８】以上の本実施形態においては、導電性薄膜
９０は、Ｍｏ等高融点金属をスパッタにより成膜してい
る。例えば、導電性薄膜９０を陰極６６とＥＬ層６５の
間に設ける構造であれば、自然光の反射を吸収し、発光
層からの光は吸収されなくなる。しかし、スパッタはＥ
Ｌ層６５に物理的影響を与え、ＥＬ層６５を飛散させ
る。つまり、導電性薄膜９０は、ＥＬ層６５上に直接積
層できないが、陽極６１があればスパッタで形成でき
る。つまり、ＥＬ層６５の保護を考えると、導電性薄膜
９０は、陽極６１よりも観察者側に設ける必要があり、
ここで、観察者側とは、ＴＦＴが形成される絶縁性基板
１０と相対向する封止基板のうち、発光層６３からの光
が基板を透過して放出される面側をいう。
【００５９】以上、本実施形態は、アクティブマトリク
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ス型で説明したが、ＴＦＴを持たないパッシブ型ＥＬ表
示装置でも実施でき、同様の効果が得られる。
【００６０】
【発明の効果】本発明によれば、表示装置内部に設けた
低反射材料による薄膜により、偏光板を省くことができ
る。これにより、第１に、偏光板の貼り付け工程におけ
る不良がなくなるので、表示装置製造プロセスの最終工
程における不良を低減し、歩留まりが向上する。また、
偏光板自体がコストが高いので、コストを削減できる。
また、貼り付け工程で不良となってしまうと、ＥＬ表示
装置としては良品であっても最終工程で不良となり材料
も無駄になっていたが、偏光板が不要であれば従来不良
扱いになっていた材料のコストも低減できる。
【００６１】第２に、陽極６１と観察者１００の間に導
電性薄膜９０を設けると、従来陰極６６で反射していた
自然光１０１はその導電性薄膜９０で反射することにな
る。ここで、導電性薄膜９０に反射率の低いＭｏを用い
ることで反射光１０１’は、非常に小さくすることがで
きる。すなわち、従来設けていた偏光板を省いても、自
然光の反射を抑えることができる。また、その膜厚は、
偏光板よりも大きい透過率を有する１００Åに設ける。
これにより、自然光の反射は抑えるが、発光層からの光
は従来よりも透過させることができる。
【００６２】第３に、導電性薄膜の膜厚を２０Å～１２
０Åで設ければ、わずかに導電性薄膜９０を透過する自
然光も吸収する効果がある。５０Å～１００Åであれ *
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*ば、偏光板を用いていた従来と同程度の発光層からの光
の透過率が得られる。この場合でも偏光板を省けるの
で、偏光板貼り付け工程での歩留まり低下およびコスト
を低減できる。更に、８０Å～１００Åの膜厚であれ
ば、従来よりも反射光の透過率を低減し、発光層からの
光の透過率が向上する上、歩留まり低下およびコストの
削減も実現する。
【００６３】第４に、導線性薄膜を陽極と接して設けれ
ば、陽極のフォトリソグラフィ工程で、導電性薄膜と陽
極のパターニングができ、マスク枚数を増加させずに実
施できる利点を有する。
【００６４】第５に、導電性薄膜を陽極と離間して設れ
ば、マスク枚数は1枚増加してしまうが、陽極とＴＦＴ
を直接コンタクトさせることができる。特に、ゲート電
極と同層に設ければ、マスクパターンの変更は生じるが
トータルのマスクパターンは増加せずに実現する。つま
り、導電性薄膜を設けることによるコンタクト抵抗の増
加を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を説明するための断面図である。
【図２】本発明を説明するための断面図である。
【図３】本発明を説明するための断面図である。
【図４】従来技術を説明するための平面図である。
【図５】従来技術を説明するための等価回路である。

【図６】従来技術を説明するための断面図である。

【図２】 【図３】
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